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ｗｈｅｎｈｅａｔｔｒｅａｔｍｅｎｔｗａｓａｔ４００℃．Ｄｕｒｉｎｇｔｈｉｓ

ｒｅｇｉｏｎ，ｔｈｅｆｒｅｅｅｌｅｃｔｒｏｎｃａｒｒｉｅｒａｂｓｏｒｐｔｉｏｎｂｅ
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ｗａｓｃｏｎｓｉｓｔｅｎｔｗｉｔｈｔｈｅｂａｎｄｇａｐｍｏｖｅｄｔｏｔｈｅ
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ｌｉｎｇｋｅｅｐｋｉｎｇｔｉｍｅｏｆ０．５，１，１．５，２．０ｈａｔ

４００℃

ＦｒｏｍｔｈｅＦｉｇ．７ａｎｄＦｉｇ．５，ｉｔｃａｎｂｅｃｏｎ

ｃｌｕｄｅｄｔｈａｔｔｈｅｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅｗａｓａｃｒｕｃｉａｌｆａｃｔｏｒ

ｆｏｒｔｈｅｓｔｒｕｃｔｕｒｅｏｆＩＴＯｆｉｌｍｓ．Ｔｈｅｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓｏｆ

ｔｈｅｆｉｌｍｓｗｏｕｌｄｂｅｉｍｐｒｏｖｅｄａｓｌｏｎｇａｓｔｈｅｔｅｍ
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　　ＴｈｅＩＴＯｆｉｌｍｓｈａｄｂｅｅｎｗｅｌｌｄｅｐｏｓｉｔｅｄｂｙｅ

ｂｅａｍｅｖａｐｏｒａｔｉｏｎｗｉｔｈＥｎｄＨａｌｌｉｏｎｓｏｕｒｃｅａｓ

ｓｉｓｔｅｄａｔｌｏｗｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ．Ｂｙｃｈａｎｇｉｎｇｔｈｅｄｅｐ

ｏｓｉｔｉｏｎｒａｔｅａｎｄｔｈｅｏｘｙｇｅｎｆｌｏｗｒａｔｅ，ｔｈｅｏｐｔｉｃａｌ

ａｎｄ ｅｌｅｃｔｒｉｃａｌ ｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓ ｏｆ ｔｈｅ ＩＴＯ ｆｉｌｍｓ

ｃｈａｎｇｅｄｍｕｃｈ．Ｂｙｖａｃｕｕｍａｎｎｅａｌｉｎｇ，ｔｈｅＩＴＯ

ｆｉｌｍｓｗｉｔｈｈｉｇｈｔｒａｎｓｍｉｔｔａｎｃｅａｎｄｈｉｇｈｓｈｅｅｔｒｅ

ｓｉｓｔａｎｃｅｗｅｒｅｗｅｌｌｉｍｐｒｏｖｅｄｗｉｔｈｂｅｔｔｅｒｃｏｎｄｕｃ

ｔｉｖｉｔｙ．Ｃｏｍｐａｒｅｄ ｗｉｔｈ ｔｈｅ ｓｈｅｅｔｒｅｓｉｓｔａｎｃｅ，

ｔｒａｎｓｍｉｔｔａｎｃｅａｎｄｍｉｃｒｏｓｔｒｕｃｔｕｒｅ，ｉｔｃａｎｂｅｃｏｎ

ｃｌｕｄｅｄｔｈａｔｔｈｅｓｔｒｕｃｔｕｒｅｏｆＩＴＯｆｉｌｍｓｃｈａｎｇｉｎｇ

ｆｒｏｍａｍｏｒｐｈｏｕｓｔｏｃｒｙｓｔａｌｌｉｎｅｃａｎｂｒｉｎｇａｂｏｕｔａ

ｇｒｅａｔｃｈａｎｇｅｉｎｓｈｅｅｔｒｅｓｉｓｔａｎｃｅ．Ｔｈｅｐｒｏｐｅｒｄｅ

ｆｉｃｉｅｎｔｏｘｙｇｅｎｗａｓｇｏｏｄｔｏｔｈｅｃｏｎｄｕｃｔｉｖｉｔｙｏｆ

ｔｈｅＩＴＯｆｉｌｍｓａｔｌｅｓｓｅｘｐｅｎｓｅｏｆｌｏｓｉｎｇｔｒａｎｓｍｉｔ

ｔａｎｃｅ．Ｆｕｒｔｈｅｒｍｏｒｅ，ＥｎｄＨａｌｌｐｌａｓｍａｉｏｎｓｏｕｒｃｅ

ｗａｓａｂｅｔｔｅｒｓｏｕｒｃｅｔｏａｓｓｉｓｔｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎＩＴＯｔｈｉｎ

ｆｉｌｍｓ．Ｉｔｓｈｏｕｌｄｂｅａｐｒｏｍｉｓｉｎｇｍｅｔｈｏｄｔｏｄｅｐｏｓ

ｉｔＩＴＯｆｉｌｍｓ．
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　　Ｗｅｗｏｕｌｄｌｉｋｅｔｏａｃｋｎｏｗｌｅｄｇｅｔｈｅａｓｓｉｓ

ｔａｎｃｅｏｆＭｒＸｕＹｕｅ，ＭｓＬ̈ｕＸｉａｏｔａｎｇ，Ｊｉｌｉｎｕｎｉ

ｖｅｒｓｉｔｙｏｆＣｈｉｎａ，ｆｏｒｈｅｒｓｕｐｐｏｒｔｉｎＸＲＤｍｅａｓ

ｕｒｅｍｅｎｔ．
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［１］　Ｋ．Ｓｕｚｕｋｉ，Ｎ．Ｈａｓｈｉｍｏｔｏ，Ｔ．Ｏｙａｍａ，Ｊ．Ｓｈｉｍｉｚｕ，Ｙ．Ａｋａｏ，ａｎｄＨ．Ｋｏｊｉｍａ．ＬａｒｇｅｓｃａｌｅａｎｄｌｏｗｒｅｓｉｓｔａｎｃｅＩＴＯ
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［２］　Ｓ．Ａ．Ｃａｒｔｅｒ，Ｍ．Ａｎｇｅｌｏｐｏｕｌｏｓ，Ｓ．Ｋａｒｇ，Ｐ．Ｊ．Ｂｒｏｃｋ，Ｊ．Ｃ，Ｓｃｏｔｔ．Ｐｏｌｙｍｅｒｉｃａｎｏｄｅｓｆｏｒｉｍｐｒｏｖｅｄｐｏｌｙｍｅｒｌｉｇｈｔ

ｅｍｉｔｔｉｎｇｄｉｏｄｅｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ［Ｊ］．犃狆狆犾．犘犺狔狊．犔犲狋狋．，１９９７，７０：２０６７２０６９．

［３］　Ｔ．Ｍａｒｕｙａｍａ，Ｋ．Ｆｕｋｕｉ．Ｉｎｄｉｕｍｔｉｎｏｘｉｄｅｔｈｉｎｆｉｌｍｓｐｒｅｐａｒｅｄｂｙｃｈｅｍｉｃａｌｖａｐｏｒｄｅｐｏｓｉｔｉｏｎ［Ｊ］．犑．犃狆狆犾．犘犺狔狊．，
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［４］　Ｈ．Ｕ．Ｈａｂｅｒｍｅｉｅｒ．Ｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓｏｆｉｎｄｉｕｍｔｉｎｏｘｉｄｅｔｈｉｎｆｉｌｍｓｐｒｅｐａｒｅｄｂｙｒｅａｃｔｉｖｅｅｖａｐｏｒａｔｉｏｎ［Ｊ］．犜犺犻狀犛狅犾犻犱
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［５］　Ｔ．Ｋａｒａｓａｗａ，Ｙ．Ｍｉｙａｔａ．Ｅｌｅｃｔｒｉｃａｌａｎｄｏｐｔｉｃａｌｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓｏｆｉｎｄｉｕｍｔｉｎｏｘｉｄｅｔｈｉｎｆｉｌｍｓｄｅｐｏｓｉｔｅｄｏｎｕｎｈｅａｔｅｄｓｕｂ
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